Mikro Dalga Yukseltecler



BJT / FET / MOSFET

* Mikrodalga tranzistorleri genellikle Gallium
Arsenide (GaAs) malzeme kullanilarak
uretilirler — GaAs Silikondan daha hizlidir.
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Ortak Emitor BJT
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Yiiksek frekans kiiciik sinyal (melez pi) modeli

O 8. M o KUgUk sinyal parametreleri

o C, C,ry parazit elemanlar dusik frekanslarda ihmal edilirler, ancak
mikrodalga frekanslarindaki etkileri bayuktur

2-uclu devre




Ortak Kaynak MOSFET
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Yiiksek frekans kiiclik sinyal (melez pi) modeli

O 8., I, kucuk sinyal parametreleri
0 Cq Cyq, parazit elemanlar
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Sacilma Matrisi
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S-parametrelerinin belirlenmesi
— Olcimle (devre analizori ile)
— kucuk sinyal analizi ile




2-uclu Yukseltecin S-matrisi

* llginc ozellikleri
— yiksek |s{1| ve |s,,|!, 6rn 0.6 < |s14]| < 1,
0.6 <|sy,| <1,
— Kugtk |s14], 6rn. |s{,] = 0.01
— ‘1’ den buydk |syq], 6rn. [s,,] = 3.5



Yikseltec Kazanci

e Uctanim

— Guc kazanci: giristen cikisa aktarilan glicteki artis
G = Pyijk
Pgirs

— Eldeki glic: giris ve cikis arasinda eldeki guc artisi,
GA — l;avn

— Donusturitcu kazanci: kaynak gucu ile yuke
Pr

aktarilan gicu iligkilendirir, G =

P avs



Guc Kazanci
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Eldeki Guc
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Donusturucu Kazanci
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Ozel Durumlar

* Kaynak ve yuk empedanlari Z, ise
_FS — FL — O and GT —_ |521|2

— Burada G-, ‘tek yonlu donusturiact kazancr’ dir
‘'m



Yukseltec Devresi Ana Asamalari

Input

Matching Matching
Network Network

kuvvetlendirici ile kaynak ve yik arasinda uyumlama devreleri

* Uygun uyumlama devreleri ile

— Zs=Zin =Zgirig ve Is =Ty

— Benzer bicimde kuvvetlendirici eleman cikisindaki uyumlama devresi

ile Z, olan yuk empedansinin Z, ye — ki bu da kuvvetlendirici ¢ikis
empedansinin karmasik eslenigine esit - donusiimu saglanir

Gain
Element




Yansima Katsayilari, Z; ve Z;
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* Yansima katsayilarini belirlemeden uyumlama devreleri tasarlanamiyor
* Uyumlama devrelerini tasarlamadan yansima katsayilari belirlenemiyor

 —Tikaniklik — neyseki bu tikanikligi acacak sadelesmeler var
— Cogu kuvvetlendirici icin 51, = 0 — [}, = 511 ve [y = S29



Kararlilik

Kararsiz yukseltec — osilator olarak da bilinir —
mikrodalga sinyal kaynagi

Bir yukseltec su kosullardan biri saglandiginda kararsiz
olur
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Kararlilik Daireleri

Kararh Kagarsu

e tasarlanan yukseltecin kaynak ve ylik yansima katsayilari bu
dairelerin disinda olmali, yoksa yukseltec yerine bir osilator
tasarlanmis olur!!




Uyumlama — Kazanc — bant Genisligi

* Empedans uyumu — Yuksek kazanc, ancak dar
bir bant icin
* |stenilen bir kazanc icin yukseltec tasarlamak da
gerekebilir — olasi cozimler
— Farkli transistor sec
— Tranzistorin DC sapma gerilimini degistir —kucuk
sinyal parametreleri, gtrultt ozellikleri degisir

* Bu nedelerden 6tiri kazanci biraz dasarup (S, ve
S,, yi azaltarak) genis bantta orta halli bir kazancg
hedeflenebilir



Uyum - Dar Bantta Yuksek Kazanc
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Uyumsuz — Genis Bantta Orta Halli Kazanc
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Mikrodalga Tumlesik (Entegre) Devre

* Ayri ayri tasarlayip birbirine bagla — HANTAL
e Baski Devre — mikroserit, serit hatlar ile mimkuin

* Giderek artan derecede ‘Minyaturlesme’ isteniyor
— Artan frekans ile minyatirlesme biraz kolaylasiyor

Cozum
Melez mikro devreler —ilk kullanilan minyatirlestirme yaklasimi

MMICs (Monolithic Microwave Integrated Circuit) — entegre
devre tasariminda kullanilan yontemler pekala mikrodalga devre

tasariminda da kullanilabilir




Melez Mikrodevreler

e Melez mikro devreler —
ilk minyaturlestirme
yaklasimi

— Ozel baski devre
tahtalan; dusuk kayipli,
yuksek yalitkan, e.g.
Seramik, kristalli, ..

— Yuzey monte elemanlar
kullanilabilir: entegre
devreler, direnc, siga

— Arabaglantilaricin ince
tel veya serit hatlar
kullanilabilir




Monolithic Microwave Integrated Circuit
(MMICs)

e Kicuk yapilar
kullanilir. Bunlar
arasinda
— sipiral

enduktorler,
— iletim hatlari,

— anahtarlar vardir




Monolithic Microwave Integrated Circuit
(MMICs)
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